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摘要(译)

有机层（13）的形成方法包括通过叠加具有光热转换层（32）的供体基
板（30）和顺序形成的转移层（34）来形成有机层（13）的转移过程。
至少与支撑板（31）上的有机层形成区域相对应的区域和具有与有机层
形成区域对应的开口的转移掩模（40）彼此相对应，使得供体基板的转
移层侧表面（30） ）与转移掩模（40）接触，并且将所得结构放置在转
移目标基板（20）上方，使得转移掩模（40）位于下侧，将转移层
（34）转移到转移掩模（40）上。通过转移掩模（40）的开口转移目标
基板（20）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ff7693bd-e111-4043-a2c9-cd5812ca9556
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043410688/publication/US2012086330A1?q=US2012086330A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220120086330%22.PGNR.&OS=DN/20120086330&RS=DN/20120086330

